PATENT COOPERATION TREATY 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTIFICATION OF ELECTION 
(PCT Rule 61,2) 


To: 

Assistant Commissioner for Patents 
United States Patent and Trademark 
Office 
Box PCT 

Washington, D.C.20231 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

in its capacity as elected Office 


Date of mailing: 

21 October 1999 (21.10.99) 




International application No.: 

PCT/DE98/01312 


Applicant's or agent's file reference: 
GR 97P1935P 


International filing date: 

- 11 May 1998(11.05.98) 


Priority date: 

18 July 1997(18.07.97) 


Applicant: i 

SCHWALKE, Udo et al 



1. The designated Office is hereby notified of its election made: 

I X I in the dennand filed with the International preliminary Examining Authority on: 
15 December 1998 (15.12.98) 

I I in a notice effecting later election filed with the International Bureau on; 



2. The election [ X | was 

I I was not 

made before the expiration of 1 9 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 



The International Bureau of WlPO 


Authorized officer: 


34, chemin des Col mbettes 




121 1 Geneva 20, Switzerland 


J, Zahra 


Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22)338.83.38 



PATENT COOPERATION TREATY 



PCT 

NOTIFICATION OF THE RECORDING 
OF A CHANGE 

(PCT Rule 92bis.l and 
Administrative Instructions, Section 422) 


To: 

SIEIVIENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Postfach 22 16 34 
D-oUoUo iviuncnen 
ALLEMAGNE 


Date of mailing (day/month/year) 
08 December 1 999 (08. 1 2.99) 


Applicant's or agent's file reference 
GR97P1935P 


IMPORTANT NOTIFICATION 


International application No. 
PCT/DE98/01312 


International filing date (day/month/year) 
11 May 1998 (11.05.98) 



X 



the applicant 



j I the inventor |^ the agent the common representative 



Name and Address 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Wittelsbacherplatz 2 
D-80333 Munchen 
Germany 



State of Nationality 
DE 



State of Residence 
DE 



Telephone No. 

(089) 636-8 28 19 



Facsimile No. 

(089) 636-8 18 57 



Teleprinter No. 



2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning: 

X] the address the nationality the residence 



the person 



the name 



Name and Address 

INFINEON TECHNOLOGIES AG 
St.-Martin-Str. 53 
D-81541 Munchen 
Germany 



State of Nationality 
DE 



State of Residence 
DE 



Telephone No. 



Facsimile No. 



Teleprinter No. 



3. Further observations, if necessary: 



4. A copy of this notification has been sent to: 

[ X| the receiving Office 

[ I the International Searching Authority 

I I the International Preliminary Examining Authority 



I I the designated Offices concerned 
\x\ the elected Offices concerned 
I I other: 



The International Bureau fWlPO 
34, chemin des Colombettes 
121 1 Geneva 20, Switzerland 



Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 



Authorized officer 

Ellen Moyse 

Telephone No.: (41-22) 338.83.38 



003000581 



VERTRAG UB^MIE IhTTERNATIONALE ZUSAIVjMMARBErT AUF DEM 



GEBIET DES PATCriTWESER; 



Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PROFUNG BEAUFTRAGTE BEHORDE 



An: 



SIEMENS AKTIENGESELLS^ 
Postfach 22 16 34 ^ 
80506 Munchen 
ALLEMAGNE 



i QLIArT 

TTGG VM hAnh 



Eing. 28. Okt. I9S9 



GR 
Frist 



PCT 



MITTEILUNG UBER DIE UBERSENDUNG 
DES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNGSBERICHTS 

(Regel71.1 PCT) 



At sendedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 



2 7. m 99 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
GR 97P1935P 



WICKTTGE MFTTEILUNG 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE98/01312 


Internationales Anmetdedatum (Tag/Monat/Jahr) 
11/05/1998 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
18/07/1997 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



1 . Dem Anmelder wird mitgeteilt, daf3 ihm die mrt der intemationalen vorlauf igen Pruf ung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der intemationalen Anmeldung erstellten intemationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen, ubermittelt. 

2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen - dem Intemationalen Buro zur 
Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Intemationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Aniagen) Ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 

4. ERINNERUNQ 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vorjedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtem noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Obersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Intemationale Buro Im Fomiblatt PCT/IB/301 ubermittelte Intormation). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der intemationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB dies 
Obersetzung auch Obersetzungen aller Aniagen zum intemationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Obersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtem 
direkt zuzuleiten. 

Weltere Einzelheiten zu den ma3gebenden Fristen und Erfordemissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Name und Postanschrift der mit der intemationalen PrQfung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 
D-80298 MUnchen 

Tel. 449 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachttgter Bediensteter 
Mamell, J 

Tel. +49 89 2399-2231 



Formblatt PCT/IPEA/416 (Juli 1992) 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
GR 97P1935P 


siehe Mitteilung liber die Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsbericht (Fonnblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE98/01312 


Internationales Anmeldodatum (Tag/Monat/Jahr) 
11/05/1998 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
18/07/1997 


Internationale Patentklassification (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
H01L23/485 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der Internationale vorlaufigen Prufung beauftragte 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaS Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaRt insgesamt 5 Blatter einschlie8lich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdenn liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dies r 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT) 

DIese Aniagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



Grundlage des Berichts 
Priorltat 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



gewerbllche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



Bestlmmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
15/12/1998 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



7. m 99 



Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
PrUfung beauftragten Behorde: 
Europaisches Patentamt 

D-80298 Munchen 
Tel. 449 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtlgter Bediensteter 
Cortes Rosa, Joao 

Tel. Nr. +49 89 2399 2264 




Formblatt PCT/IPE A/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenz ichen PCT/DE98/01 31 2 



I. Grundlage d s B richts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage {Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" and sind ihm 
niclit beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten.): 

Beschreibung, Seiten: 

1-9 ursprungliche Fassung 



Patentanspruche, Nr.: 

1-10 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/4-4/4 ursprungliche Fassung 



2. Aufgrund der Anderungen sind tolgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

3. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Off enbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 



4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststeilung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und d r 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststeilung 



Feststeilung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (ET) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) 



Ja: Anspruche 7,9,10 

Nein: Anspruche 1-6,8 

Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-10 

Ja: Anspruche 1-10 
Nein: Anspruche 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-Vlll, Blatt 1) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER prT/nFQR/m 
PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/Ub^»/m <5^^ 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder I-VIII. Blatt 2) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Internationales Aktenzeichen P CT/D E98/0 1312 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikei 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 097. no. 001 , 31. Januar 1997 & JP 
08 236767 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 13. September 1996 
& US 5 698 902 A (TAKASHI UEHARA ET AL.) 16. Dezember 1997 

Es sei angemerkt, daB obwohl das unter D1 zitierte US-Dokument nach dem 
Prioritatsdatum veroffentlicht wurde, welches von der vorliegenden Anmeldung 
beansprucht wird, sein Inhalt als Stand der Technik nach Artikei 64.1 PCT 
angesehen wird, da es in den zugehorigen, unter D1 zitierten JP 
Fanniliendokumenten vorveroffentlicht wurde. Eine Kopie besagten US- 
Dokuments liegt bei. 

2. Der Gegenstand der Anspruche 1-6 und 8 ist nicht neu im Sinne von Artikei 33(2) 
PCT. 

2.1 Dokument D1 (siehe das Abstract des JP-Dokuments; Abbildung 6 und die 
zugehorige Beschreibung des US-Dokuments) offenbart eine integrierte 
Schaltungsanordnung, 

bei der in einem Halbieitersubstrat (10) mindestens ein dotiertes Gebiet (21. 
21a, 21b) vorgesehen ist, 

bei der an der Oberflache des Halbleitersubstrats (10) eine Ebene mit 
leitenden Nutzstrukturen (50a) und mindestens einer leitenden Fullstruktur 
(31) angeordnet ist. 

bei der die leitende Fullstruktur (31) mit dem dotierten Gebiet (21, 21a, 21b) 
leitend verbunden ist. 
Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich nicht davon. 

2.2 Die zusatzlichen Merkmale der Anspruche 2, 3 und 6 sind bekannt aus D1 (siehe 



Formblatt PCT/BeibIatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/01 312 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Abbildung 6 des US-Dokunnents und die zugehorige Beschreibung; Spalte 11, 
Zeilen 48-51 des US-Dokuments). Auch die zusatzlichen Merkmale der 
Anspruche 4 und 5 sind im Prinzip bekannt aus D1 (siehe Abbildung 6 des US- 
Dokuments und die zugeliorige Beschreibung). 

2,4 Das Verfahren von Anspruch 8 ist bekannt aus D1 (sieiie Spalte 13, Zeile 57 - 
Spalte 15, Zeile 48 des US-Dokuments). 

3. Der Gegenstand der abhangigen Anspruche 7, 9 und 10 beruht nicht auf einer 
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT. Diese Anspruche 
definieren lediglich konventionell und nichterfinderische 

Ausfiihrungsmoglichkeiten fur die integrierte Schaltungsanordnung von Anspruch 
1 bzw. das Verfahren von Anspruch 8. 



Formblatt PCT/BeibIatt/409 (Blatt 2) (EPA-April 1997) 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMEN f RBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 



REC'D 2 9 OCT 1999 



WlPO 



PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



PCT 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwedts 
GR 97P1935P 


slehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationaten 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsbericht (Formbtatt PCT/lPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE98/01312 


Internationales Anme\6edsitiTT)(Tag/Monat/Jahr) 
11/05/1998 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
18/07/1997 


Internationale Patentklassification (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
H01L23/485 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



1 . Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der Internationale vorlaufigen PrOfung beauftragte 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 Qbermittelt. 

2. Dieser BERICHT unnfa3t insgesamt 5 Blatter einschlieQIich dieses Deckblatts. 

□ AuRerdem liegen denn Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich unn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen. und/oder Blatter nnit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berlchtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 







II 


□ 


iti 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und ErklSrungen zur Stutzung dieser Feststellung 



Datum der Einreichung des Antrags 
15/12/1998 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 

t x m 99 


Name und Postanschrift der mit der intemationalen voriaufigen 
PrOfung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
jflVl D-80298 Munchen 
Sy' Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: S23656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter 

[( J) % 

Cortes Rosa, Joao // 

Tel. Nr. +49 89 2399 2264 ^ 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckbtatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/0 1312 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage {Ersatzblatter, die dem Anmefdeamt aufeine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" and sind ihm 
nicfit beigefugt, weil sie koine Anderungen enthalten.): 

Beschreibung, Seiten: 

1-9 ursprungliche Fassung 

Patentanspriiche, Nr.: 

1-10 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/4-4/4 ursprungliche Fassung 



2. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 



□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

□ Dieser Bericht 1st ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Off enbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 



4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen; 



V. Begrundete Feststelfung nach Artikel 35(2) hi'nsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststetlung 

1. Feststellung 

Neuhert(N) Ja: Anspruche 7,9,10 

Nein: Anspruche 1-6,8 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-10 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-10 

Nein: Anspruche 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-Vtll, Blatt 1) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/01312 



2. Unteriagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-Vill. Blatt2) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/01312 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 097, no. 001, 31. Januar 1997 &JP 
08 236767 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 13. September 1996 
& US 5 698 902 A (TAKASHl UEHARA ET AL.) 16. Dezember 1997 

Es sei angemerkt, daB obwohl das unter D1 zitierte US-Dokument nach dem 
Prioritatsdatum veroffentlicht wurde, welches von der vorliegenden Anmeldung 
beansprucht wird, sein Inhalt als Stand der Technik nach Artikel 64.1 PCT 
angesehen wird, da es in den zugehorigen, unter D1 zitierten JP 
Familiendokunnenten vorveroffentlicht wurde. Eine Kopie besagten US- 
Dokuments liegt bei. 

2. Der Gegenstand der Anspruche 1-6 und 8 ist nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) 
PCT. 

2.1 Dokument D1 (siehe das Abstract des JP-Dokuments; Abbildung 6 und die 
zugehorige Beschreibung des US-Dokuments) offenbart eine integrierte 
Schaltungsanordnung, 

bei der in einem Halbleitersubstrat (10) mindestens ein dotiertes Gebiet (21, 
21a. 21b) vorgesehen ist, 

bei der an der Oberflache des Halbleitersubstrats (10) eine Ebene mit 
leitenden Nutzstrukturen (50a) und mindestens einer leitenden Fullstruktur 
(31) angeordnet ist, 

bei der die leitende Fullstruktur (31) mit dem dotierten Gebiet (21 , 21a, 21b) 
leitend verbunden ist. 
Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich nicht davon. 

2.2 Die zusatzlichen Merkmale der Anspruche 2, 3 und 6 sind bekannt aus D1 (siehe 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzelchen PCT/DE98/01312 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Abbildung 6 des US-Dokuments und die zugehorige Beschreibung; Spalte 11, 
Zeilen 48-51 des US-Dokuments). Auch die zusatzlichen Merkmale der 
Anspruche 4 und 5 sind im Prinzip bekannt aus D1 (sielie Abbildung 6 des US- 
Dokuments und die zugehorige Beschreibung). 

2.4 Das Verfahren von Anspruch 8 ist bekannt aus D1 (siehe Spalte 13, Zeile 57 - 
Spalte 15, Zeile 48 des US-Dokuments). 

3. Der Gegenstand der abhangigen Anspruche 7, 9 und 10 beruht nicht auf einer 
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT. Diese Anspruche 
definieren lediglich konventionell und nichterfinderische 

Ausfuhrungsmoglichkeiten fur die integrierte Schaltungsanordnung von Anspruch 
1 bzw. das Verfahren von Anspruch 8. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 2) (EPA-April 1997) 



VERTRA^^^ER DIE INTERNATIONALE ZUBPiM MEN ARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 



jflUll 



PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

GR 97P1935P 


WEITERES siehe Mitteitung uber die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 98/01312 


Internationales Anmeldedatum 

(Tag/Monat/Jahr) 

1 1/05/1998 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

18/07/1997 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et a1 . 



Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde ersteilt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermlttelt. 



Dieser internationale Recherchenbericht umfaRt insgesamt 3 



. Blatter. 



pXl Daruber hinaus liegt ihm jeweils eIne Kopie der in diesem Bericht genannten Untertagen zum Stand der Technik bei. 



1 . \^ Bestimmte Anspriiche haben sich als nichtrecherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 

2. Q Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung(siehe Feld II). 

3. In der internationalen Anmeldung ist ein Protokoll einer Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz offenbart; die internationale 
Recherche wurde auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt, 

I I das zusammen mit der internationalen Anmeldung eingereicht wurde. 

I I das vom Anmelder getrennt von der internationalen Anmeldung vorgelegt wurde. 

I I dem jedoch keine Erklarung beigefugt war. daB der Inhalt des Protokoils nicht uber den 

Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht. 

I I das von der Internationalen Recherchenbehorde in die ordnungsgemaBe Form ubertragen wurde. 

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
I I wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt. 



Hinsichtlich der Zusatnmenfassung 

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 



□ 



wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der Feld III angegebenen Fassung von dieser Behorde 
festgesetzt. Der Anmelder kann der Internationalen Recherchenbehorde Innerhalb eines Monats nach 
dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 



6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu verdffentlichen: 

Abb. Nr. 6 [x] ^^"^ Anmelder vorgeschlagen Q keine der Abb. 

I I weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
I I weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1992) 



INTERNATIONAI 



ECHERCHENBERICHT 



rnationales Aktenzeichen 



PCT/DE 98/01312 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELOUNGSGEGENSTANDES 

IPK 6 H01L23/485 H01L21/768 



Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) Oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoft (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 6 HOIL 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit dieseunter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsuttierte elektronische Datenbank (Nanne der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegrrffe) 



a ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie° Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit ertorderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 097, no. 001, 31. Januar 1997 

& JP 08 236767 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND 

CO LTD), 13. September 1996 

siehe Zusammenf assung 

& US 5 698 902 A (TAKASHI UEHARA ET AL. ) 
16. Dezember 1997 

US 4 945 067 A (HUANG TIAO-YUAN) 

31. Juli 1990 

siehe Zusammenf assung 

US 5 441 915 A (LEE JIN-YUAN) 
15. August 1995 
siehe Abbi Idung 12 

-/-- 



1,8 



1,8 



1,8 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

"A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Ma3nahmen bezieht 

"P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlichtworden ist 



'T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

'Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mitelner oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



26. Oktober 1998 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



10/11/1998 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patent!aan2 
NL-2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Konigstein, C 
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INTERNATIONAL 



ECHERCHENBERICHT 



^^^Hhationates Aktenzefchen 

|PCT/DE 98/01312 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie' 



Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betrachtkommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



D. WIDMANN, H. MADER, H.FRIEDRICH: 
"Technologie hochlntegrierter Schaltungen" 
SPRINGER VERLAG,1996, Seiten 346-347, 
XP002082112 

in der Anmeldung erwahnt 
s1ehe das ganze Dokument 
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INTUIT 



TIONAL SEARCH REPORT 

fation on patent family members 



'national Application No 

PCT/DE 98/01312 



Patent document 
cited in search repoit 


Publication 
date 


Patent family 
member(s) 


Publication 
date 


US 4945067 A 


31-07-1990 


US 


4907041 


A 


06-03-1990 






DE 


68910249 


D 


02-12-1993 






DE 


68910249 


T 


19-05-1994 






EP 


0359528 


A 


21-03-1990 






JP 


2135780 


A 


24-05-1990 



US 5441915 A 15-08-1995 US 5789313 A 04-08-1998 



Fonti PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992) 



PATENT COOPERATION TREATY 

PCT 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

(PCT Article 36 and Rule 70) 



Applicant's or agent's file reference 
GR 97P1935P 


See Notification of Transmittal of International 
FOR FURTHER ACTION preliminary Examination Report (Form PCT/IPEAy4 1 6) 


International application No. 

PCT/DE98/01312 


International filing date {day/month/year) 
11 May 1998 (11.05.1998) 


Priority date {day/month/year) 

18 July 1997(18.07.1997) 



International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 



HO IL 23/485 




Applicant 



INFINEON TECHNOLOGIES AG 



This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



2, This REPORT consists of a total of . 



. sheets, including this cover sheet. 



□ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have 
been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70. 16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of _ 



sheets. 



This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 
Certain defects in the international application 
Certain observations on the international application 



I 


I2SI 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


vn 


□ 


VIII 


□ 



Date of submission of the demand 

15 December 1998 (15.12.1998) 


Date of completion of this report 

27 October 1999 (27.10.1999) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
European Patent Office 
D-80298 Munich, Germany 

Facsimile No. 49-89-2399-4465 


Authorized officer 
Telephone No. 49-89-2399-0 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994) 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/DE98/01312 



I, Basis of the report 



1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 1 4 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.): 

I I the international application as originally filed. 

[^Xj the description, pages , as originally filed, 

pages , filed with the demand, 

pages , filed with the letter of 

pages , filed with the letter of 



^ the claims, Nos. 

Nos. 



1-10 



Nos. 
Nos. 
Nos. 



, as originally filed, 

, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 



^ the drawings, sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



1/4-4/4 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

□ 

the description, pages 

I I the claims, Nos. 



I I the drawings, sheets/fig 



2 I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
I — I gQ beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 



4. Additional observations, if necessary: 



Form PCT/IPEA/409 (Box I) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



lational application No. 
PCT/DE 98/01312 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



Statement 

Novelty (N) Claims 1, 9, 10 VES 

Claims 1-6, 8 NO 

Inventive step (IS) Claims YES 

Claims 1-10 NO 



Industrial applicability (lA) Claims ^""^Q YES 

Claims NO 



2. Citations and explanations 

1. This report makes reference to the following 
documents : 

Dl: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 0 97, No. 001, 
31 January 1997 & JP-A-08 236 767 (MATSUSHITA 
ELECTRIC IND. CO. LTD.), 13 September 1996 & 
US-A-5 698 902 (TAKASHI UEHARA ET AL . ) , 16 
December 19 97. 

It is noted that although the US document cited 
under Dl was published after the priority date 
claimed by the present application, its content is 
considered prior art under PCT Article 64.1 because 
it was previously published in the associated JP 
document of the same family cited under Dl. A copy 
of said US document is annexed. 

2. The subject matter of Claims 1-6 and 8 is not novel 
. - .._within the meaning of PCT Article 33(2). 

2.1 Document Dl (see abstract of JP-A-08 236 767; Figure 
6 and associated description of US-A-5 698 902) 
discloses an integrated circuit arrangement in which 
at least one doped region (21, 21a, 21b) is 



Form PCT/IPEA/409 (BoxV) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



Hffhational application No. 
PCT/DE 98/01312 



provided in a semiconductor substrate (10); 
a plane with conducting usable structures 
(50a) and at least one conducting filling 
structure (31) is arranged at the surface of 
the semiconductor substrate (10) ; 
the filling structure (31) is conductively 
connected to the doped region (21, 21a, 21b) . 

The subject matter of Claim 1 does not differ from 
this prior art. 

2.2 The additional features of Claims 2, 3 and 6 are 
known from Dl (see US-A-5 698 902, Figure 6 and 
associated description, as well as column 11, lines 
48-51) - The additional features of Claims 4 and 5 
are also in principle known from Dl (see US-A-5 698 
902, Figure 6 and associated description) . 

2.3 The process as per Claim 8 is known from Dl (see 
column 13, line 57, to column 15, line 48 of US-A-5 
698 902) . 

3. The subject matter of dependent Claims 7, 9 and 10 
does not involve an inventive step within the 
meaning of PCT Article 33(3). These claims only 
define conventional and non-inventive configurations 
of the integrated circuit arrangement as per Claim 1 
or process as per Claim 8. 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



PATENT COOPERATION TREATY 



PCT/DE98/01312 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTIFICATION OF THE RECORDING 
OF A CHANGE 

(PCT Rule92bis.1 and 
Administrative Instructions, Section 422) 


To: 

SIEMEN 
Postfacr 
D-80506 
ALLEM/i 


7T no VM Mch P/Ri 

AKTTCf^lGCbhLLbLHAh 1 

GR 

Frist „ 


■1 


Date of mailing (day/month/year) 

08 December 1999 (08.12.99) 


Applicanf s or agent* s file reference 
GR 97P1935P 


IMPORTANT NOTIFICATION 


International application No. 
PCT/DE98/01312 


International filing date (day/month/year) 
11 May 1998 (11.05.98) 



1. The following indications appeared on record concerning: 

X the applicant | | the inventor | | the agent | | the common representative 


Name and Address 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Wittelsbacherplatz 2 
0-80333 Miinchen 
Germany 


State of Nationality 
DE 


State of Residence 
DE 


Telephone No. 

(089) 636-8 28 19 


Facsimile No. 

(089) 636-8 18 57 


Teleprinter No. 


2- The International Bureau hereby notifies the applicant that the following 
X the person X the name | X[ the address [ 


change has been recorded concerning: 

1 the nationality | | the residence 


Name and Address 

INFINEON TECHNOLOGIES AG 
St.-Martin-Str, 53 
0-81541 Miinchen 
Germany 


State of Nationality 
DE 


State of Residence 
DE 


Telephone No. 


Facsimile No. 


Teleprinter No. 


3. Further observations, if necessary: 




4^ A copy of this notification has been sent to: 

[X] the receiving Office Q the designated Offices concerned 
1 1 the International Searching Authority [ X| the elected Offices concerned 
[ 1 the Internati nal Preliminary Examining Auth rity | ] ther: 



The Internati nal Bureau of WiPO 
34, chemin des Col mbettes 
1211 Geneva 20« Switzerland 


Authorized fficer { / 
Ellen Moyse 


Facsimile No.: {41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41 -22) 338.83.38 /^^^ 



Form PCT/IB/306 (March 1994) 003000581 



PCX 

ANTRAG 

Der Unterzeichnete beantragt, daB die vorliegende 
intemationale Aumeldung nach dem Vertrag abcr die 
intemationale Zusaznmenaibeit auf dem Gebiet des 
Patentwesens behandelt wird. 



eldeamt auszufilllen 



Internationales Aktenzeichen 



Internationales Anmeldedatum 



Name des Anmeideamts und "PCT International Application" 



jichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewUnscht) 

(maxni Zeichen) ^~,^^^^^r^ 

GR97P1935P 



FeldNr. I BEZEICHNUNG DER ERITNDyNG lj * ii ^ 

ntegrierte Schaltungsanordnung und Verfahren zu deren Herstellung 



Feld Nr. II ANMELPE R 

Name und Anschrift: {Familienname, Vomame; bei juristischen Personen vollstandige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der 
in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofem nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 

Siemens Aktiengesellschaft 
Wittelsbacherplatz 2 
D-80333 Munchen 
DE 



□ 



Diese Person ist 
gleichzeitig Erfmder 



Telefonnr.: 

(089) 636-8 28 19 



Telefaxnr.: 

(089) 636-8 18 57 



Femschreibnr.: 

52100-0 sied 



Staatsangehfirigkeit (Staat): 



DE 



Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 



DE 



Diese Person ist Aximelder 
ftlr folgende Staaten: 



□ 



alleBestim- 
mungsstaaten 



aUe BesttnimLin^staatm mit Ausnahme 
der Vereinigten Staaten von Amaika 



□ 



rnir die Vcrcinigten 
Staaten von Amerika 



□ 



die im Zusatzfeld 
angegebenen Staaten 



Feld Nr. EQ WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 



Name imd Anschrift: (Familienname, Vomame; bei juristischen Personen vollstdndige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der 
in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofem nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist) 

SCHWALKE. Udo 
Gewerbestr. 22 
D-84431 Heldenstein 
DE 



Diese Person ist: 

I I nurAnmelder 

Anmelder tmd Erfmder 



I I nur Erfmder {Wird dieses KO^dten 
angeheuzt^sosindc&enachstehenden 
AngabenmchtnCStig) 



StaatsangehOrigkeit (Staat): 

DE 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 

DE 


Diese Pereon ist Anmelda- 1 1 alleBcslim- | 1 aUe BestinmtmngjBtaaten mil Ausnahme FT^ nur die Vcreinigtcn 

fUr folgende Staaten: 1 1 mun^staaten 1 | der Vereinigten Staaten von AnKrika Staaten von Amerika 


1 1 die im Zusatzfeld 
1 1 angegebenen Staaten 


Weitere Anmelder imd/oder (weitere) Erfmder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 


Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT 


Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um ftlr den (die) Anmelder i — i 
vor den zustflndigen intemationalen Behftrden in folgender Eigenschaft zu handeln als: 1 — 1 


I — 1 gemeinsamer 
1 1 Veitreter 



Bei iierAnschr^ sind die PosileitiM und der Name iks^aatsanz^ 

Siemens Aktiengesellschaft 
Postfach 22 16 34 

D-80506 Munchen 
DE 



(089) 636-8 28 19 



Telefaxnr.: 

(089) 636-8 18 57 



Femschreibnr.: 

52100-0 Sied 



^ Dieses Kflstchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld 
^ eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist. 



Formblatt PCT/RO/101 (Blatt 1) (Januar 1997; Nachdnick Juli 1997) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsfttrmular 



Blatt Nr. 2 



Fortsetzung von Fcld Nr. m WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 


mrd keines derfolgenden Felder benuizS, so ist dieses Blatt dem Antrag n 


icht beizufUgen. 


Name und Anschrift: (Familienname, Vomame: bei juristischen Personen vollstandtge amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der 
in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsttzes des 
Anmelders, so/em nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsttzes angegeben ist.) 

LUDWIG, Burkhard 
Halskestr. 26 
D-81379 Munchen 
DE 


Diese Person ist: 

1 1 nur Anmelder 

PxQ Anmelder und Erfmder 

1 1 nmErfmda (WirddiesesKastdien 
angehvuzt,sosinddienachstehenden 
Angabennichtndtig) 


StaatsangehOrigkeit (Staat): 

DE 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 

DE 


Diesc Person isi Anmelder I 1 alleBestim- 1 1 aUe Bestimmungsstaatcn mit Au^^ rr^l nur die Vereinigten 1 | die im Zusatzfeld 

mrfolgendeStaaten: L ' mungssUaten 1 1 der Vcwinigtm Staalm vm Amerika Stoaten von Amcnka | 1 angegcbcncn Slaalcn 


Name und Anschrift: (Familienname, Vomame; bei juristischen Personen voUstandige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben, Der 
in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsttzes des 
Anmelders, sofem nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 


Diese Person ist: 

1 1 nur Anmelder 

1 1 Anmelder und Erfmder 

1 1 nur Erfmder (Wind dieses K^istchen 
angekreuzt, sosinddienachstehendm 
Aj^pbennidttnOtig) 


Staatsangeh6rigkeit (Staat): 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 


Dicse Person ist Anmelder 1 1 alleBestim- | 1 aUe Bestimmungsstaateiniit Ausnahnie 1 1 nur die Vereinigten 1 | die im Zusatzfeld 

fiir folgende Staaten: LJ mungsstaatcn 1 I dsr Vownigten Staaten von Amoika | | Staaten von Amenka | 1 angegebenen Staalen 


Name und Anschrift: (Familienname. Vomame; bet juristischen Personen vollstdndige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der 
in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofem nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 


Diese Person ist: 

1 1 nur Anmelder 

1 1 Anmelder und Erfmder 

1 1 nur Erfmder (Wird dieses IQistdten 
angehvuzt, sosinddienachstehenden 
Af^qbenmdanOtig) 


Staatsangehdrigkeit (Staat): 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 


Diese Person ist Anmelder I 1 alleBestim- | 1 alleBcstirnntoingpstaatmniit Ausnahme | 1 nur die Vereinigten | 1 die im Zusatzfeld 

ftr folgende Staaten: 1 1 mungsstaatcn | | der Vereinigten Staaten von Amerika | | Staaten von Amenka | I angegebenen Staalen 


Name und Anschrift: (Familienname, Vomame; bei juristischen Personen vollstdndige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der 
in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofem nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 


Diese Person ist: 

1 1 nur Anmelder 

1 1 Anmelder und Erfinder 

1 1 nur Erfmder (Wbd dieses Kastchen 
c^tgeheuzt, sosinddienachstehenden 
AngabenmchtniSt^) 


StaatsangehOrigkeit (Staat): 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 


Diese Person ist Anmelder 1 1 alleBestim- | 1 aUe Bestimraungpstaaten mit Ausnahme 1 1 nur die Vereinigten 1 | die im Zusatzfeld 

filr folgende Staaten: | | mungsstaatcn | | der Vereinigten Staaten von Amerika | | Staaten von Amerika | I angegebenen Staaten 


( ] Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem zusatzlichen Fortsetzungsblatt angegeben. 
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Feld Nr. V BESTIMMUNG 



0 

vSfTs 



Blatt Nr. 3 



STAATEN 



Die folgenden Bestimmimgen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen (bmcteentspvchendmKOsuhenankn^^ wenigstens 
ein KOskhen muftangeheua -wertkn): 
Regionales Patent 
□ 

□ 



AP 



EA 



ARIPO-Pat nt: GH Ghana, KE Kenia, IS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SZ Swasiland, UG Uganda, 
ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Veitragsstaat des Harare-Protokolls und des FCT ist 

Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik 
Moldau, RU Russische Federation, TJ Tadschikistan. TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des 
Eurasischen PatentQbereinkommens und des FCT ist 

Europaisches Patent: AT Osterreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, D£ Deutschland, 
DK Danemark, £S Spanien, FI Filmland, FR Frankreich, GB Vereinigtes KOnigreich, GR Griechenland, IE Irtand, IT 
Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der 
Vertragsstaat des Europaischen Patentabereinkoxnxnens und des PCT ist 

OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF ZentralaMkanische Republik, CG Kongo, CI Cdte divoire, 
CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo 
und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist ffalls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges 

Verfahren gewUnscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben) 7 

Nationales Patent {JSilb eine aidereSchutzfiBchtaart oder ^ Verfahren ge^tilnscht\wd, bitte atf der gepunhetenUnieangeber^: 
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AT 
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AT 


n 
1 t 


All 
AU 


n 

LJ 


A7 


LJ 


RA 

oA 


n 
t 1 


DD 


n 


VLCL 


n 


nn 

DA 


□ 


BY 


□ 


CA 




c^w 
i-n 


LJ 




LJ 


CU 


LJ 




LJ 




1 — 1 




n 


EE 


n 


ES 


□ 


FI 


□ 


GB 


□ 


GE 


□ 


GH 


□ 


HU 


□ 


IL 


□ 


IS 




JP 


□ 


KE 


□ 


KG 


□ 


KP 




KR 


□ 


KZ 


□ 


LC 


□ 


LK 


□ 


LR 


□ 


LS 


□ 


LT 


□ 


LU 



Albanien 

Armenien . 
Osterreich 

Austral ien 

Aserbaidschan 

Bosni«)*Herzegowiiia 

Barbados 

Buigarien 

Brasilien 

Belarus 
Kanada 

CH und LI Sdiweiz und Liechtenstein 



China 

Kuba 

Tschechische Republik 

Deutschland 

Dftnemark 

EsUand 

Spanioi 

Finnland 

Vereinigtes Kdnigreich 

Georgien 

Ghana PI 

Ungam □ 

Israel □ 

Island □ 

Japan [3 

Kenia 

Kirgisistan 

Demokratische Volksrepubltk Korea 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 



LV 
MD 
MG 
MK 

MN 

MW 

MX 

NO 

NZ 

PL 

FT 

RO 

RU 

SD 

SE 

SG 

SI 

SK 

SL 

TJ 

TM 

TR 

TT 

UA 

UG 

US 



Lettland 

Republik Moldau 

Madagaskar . 

Die ehemalige jugoslawische Republik 

Mazedonien 

Mongolei 

Malawi 

Mexiko 

Norwegen 
Neuseeland 

Polen 

Portugal 

Rum&nien 

Russische Fdderation 

Sudan 

Schweden 

Singapur 

Slowenien 

Slowakei 

Sierra Leone 

Tadschikistan 

Turkmenistan 

TOrkei 

Trinidad und Tobago 

Ukraine 

Uganda 

Vereinigte Staaten von Amerika ... 



Republik Korea 
Kasadistan . . 
Saint Lucia 
Sri Lanka 
Liberia 

Lesotho 

Utauen 



Luxemburg Q 



□ UZ Usbckistan 

□ VN Vietnam 

I I YU Jugoslawien 

□ ZW Simbabwe 

Kflstchen fUr die Bestimmung von Staaten (fUr die Zwecke eines nationalen 
Fa^otsX db dbn PCT nach do- VerQffirilidu^ diesa Fo^^ 

□ 

□ 

□ 

□ 



Zusatdich zu den oben genannten Bestimmungen ninunt der Anmelder nach Regei 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem 
PCT zulftssigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der Bestinunung von 



Der Anmelder erklflrt, daB diese zusfltzlichen Bestimmungen imter dem Vorbehalt einer Bestatigung stehen und jede zusatzliche 
Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritatsdatum nicht bestfltigt wurde. nach Ablauf dieser Frist als vom 
Anmelder zurtlckgenommoi g2lt^Db?Bes«2tt^i^«9n9*£^s£7^^ einerhd i iie i hoig in der diese Sestffnfnutsongegebeniifni, 

und die Zahboiji derBestirrvnung;^ und derBestCttif^ungiS^iebiihr. DieBesiatigun^niuPbeimAnnieUecjnitinner^^ der Frist van ISMcnaten eins^ien,) 
FonmblattPCT/RO/101 (Blatl 2) (Juli 1997) Siehe Artmerkungenzu diesem Amragsformular 



BlattNr.4 



Feld Nr. VI PRIORTTATSANSPRUCH 



Weitere Prioritfitsanspillche sind im Zusatzfeld angegeben. □ 



Die Priorit&t der folgenden frOheren Anmeldung(en) wird hiemiit beanspnicht: 



Staat 

(Arnidde-ockrBestjmrnung^staat 
derAmddung) 



Anmeldedatum 
(Tag^aiat/Jahj 



Aktenzeichen 



Anmeldeamt 
{hurbd negicnakrockr 
inlematiancderAnmekiun^ 



(1) 



DE 



18. Juli 1997 



197 30 974.7 



(2) 



(3) 



Dieses KOstehen aritrnzen, nenwde beglaubigteKopie der/HiherenAnmekh^ von demAntiausgesteSt werden soU das fir die ZvvechedieseriritemaiionaknArmeldwi^ 
AnmedeamistfaneGetahrkannveHangtwer^ 

□ Das Anmeldeamt wird hiermit ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in Zeile(n) 
bezeichneten frtiheren Amneldung(en) zu erstellen und dam Intemationalen Bdro zu Ubermitteln. 



Feld Nr. Vn INTERNATIONALE RECHERCHENBEH6RDE 



Wahl der Intemationalen Recherchenbehdrde (ISA) (^ndzs^odermdtrlntematicncde 
ReehenhetMttktknfiir die inte^^ fCA/ 

die<£eintBnkJtianak'p0cherch^ loA/ 

Frilhere Recherche: Aust^Men wErwt erne Recherche fintemationcde Bedierdhe, Bedherdhe intem ati c na l e r Art oder sonsti^ Bechenche) bereits 
bei der intemationakn RecherdtertbAdnk beanttag^ oder vcrz ihr durchgMrt warden ist und these Behbrde nun ersucht Hvt3[ die intemaHonaJe 
Recherthe sosmt uve mb^idi catf die Ergdmsse einer sokhen fiihsnn Recherche zu sStaen. Die Recherche oder der Recherchenanin^ ist dunh 
Anffdxderbetr^&idenArmidwig (bzw. davn ubersetzur^ oderiksRecherdienantragszu bezeichnen 



Staat (oder regionales Amt): 



Datum (Tag /Kdonat/Jahr): 



Aktenzeichen: 



Feld Nr. Vm KONTROLLISTE 



Diese intemationale Anmeldung umfal^t: 



1. Antrag 

2. Beschreibung 

3. AnsprOche 

4. Zusanmienfassung 

5. Zleichnungen 

Insgesamt 



4 Blatter 

9 Blatter 

3 Blatter 
1 Blatter 

4 Blatter 
21 Blatter 



Dieser intemationalen Anmeldimg liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei; 



1- □ 

2- □ 

3- □ 

4. 



Unterzeichnete gesonderte 

Vollmacht 5. 

Kopie der aligemeinen 

Vollmacht o- 

BegrOndung filr das Fehlen 

dor Unterschriil ' • 

Pnoritatsbelege(e) (dutch 

die Zeilennummer von Feld o. 

Nr, VI kenrtzeichnen): ( 1 ) 



□ 
□ 
□ 
□ 



Blatt fth- die GebUhrenberechnung 

Gesonderte Angabcn zu hintcr- 
legten Miknwrganismen 
SequenqnxrtokoUe fUr Nucleotide 
und/oder Aminos&uren (Diskette) 

Sonstige (einzeln auffUhren): 



Abbildung Nr. 6 der Zeichnungen (falls vorhanden) soli mit der Zusammenfassung verOflentlicht werden. 



Feld Nr. DC UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS 



Der Name jeder unterzeidmenden Person ist nd>en der Vntersdmft zu wiederholen, und es ist 
ergibt, in welcherEigenschc^ die Person unterzeichnet 

Siemens Aktiengesellschaft 



scfem sich dies nicht eindeutig cms dem Antrag 



Margraf 
Nr. 144/74 Ang.-AV 




Udo Schwaike 



Burkhard Ludwig 



1 . Datum des tatsachlichen Eingangs dieser 
intemationalen Anmeldung: 


2. Zeichnungen 
O einge- 
gangen: 

_ nicht ein- 
LJ gegangen: 


3. Geandertes Eingangsdatum aufgrund nachtraglich, jedoch 
fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen 
zur VenroUstandigung dieser intemationalen Anmeldimg: 


4. Datum des fhstgerechten Eingangs der angeforderten 
Richtigstellungen nach Artikel 1 1(2) PCT: 


S. Vom Anmelder benannte 

Intemationale Recherchenbehdrde: ISA/ 


6. |— 1 Obennittlimg des Recherchenexemplars bis zur 
^ 2Lahlung der RecherchengebOhr aufgeschoben 



Vom Intemationalen BQro auszuMlen 



Datum des Einganges des Aktenexemplars 
beim Intemationalen Btlro: 



Fonnblatt PCT/RO/lOl (Ictztcs Blatt) (Januar 1994; Nadidruck Juli 1997) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



VERTRA 



ER DIE INTERNATIONALE Zllt^MENARBEIT 

UF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 



Absenden INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



An 



SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Postfach 22 16 34 
80506 Miinchen 
GERMANY 



ZT GG VM Mch v/i 



Eing. 
GR 



1 2. NOV. 1998 



PCT 



MITTEILUNG UBER DIE UBERMITTLUNG DES 
INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS 
ODER DER ERKLARUNG 

(Regel44.1 PCT) 



At sendedatum 
(7 ag/Monat/Jahr) 



10/1 1/1998 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
GR 97P1935P 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Punkt 1 und 4 unten 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE 98/01312 



Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) j 1/05/1998 



Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al 



1 . Dem Anmelder wird mitgeteilt, daS der internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit ubermittelt wird. 
Einreichung von Anderungen und einer Erklarung nach Artikel 19: 

Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die AnsprCiche der Internationalen Anmeldung Sndern (siehe Regel 46): 

Bis wann sind Anderungen einzureichen? 

Die Frist zur Einreichung solcher Anderungen betragt iiblicherweise zwei Monate ab der Ubermittlung des 
internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 



2-n 



□ 



Wo sind die Anderungen einzureichen? 

Unmittelbar beim Internationalen Buro der WlPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-121 1 Genf 20, 
Teiefaxnr.: (41-22) 740.14.35 

Nahere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

Dem Anmelder wird mitgeteilt da3 kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und da3 ihm hiermit die ErklSrung nach 
Artikel 17(2)a) ubermittelt wird. 

l-linsichtlich des Widerspruchsgegen die Entrichtung einer zusatztichen Gebiihr (zus^tzlicher Gebuhren) nach Regel 40.2 wird 
dem Anmelder mitgeteilt daB 

I I der Widerspruch und die Entscheidung hieriiber zusammen mit seinem Antrag auf Ubermittlung des Wortlauts sowohl des 
' — ' Widerspruchs als auch der Entscheidung hieriiber an die BestimmungsSmter dem Internationalen Buro ubermittelt worden 
sind. 



□ 



noch keine Entscheidung uber den Widerspruch vortiegt; der Anmelder wird benachrichtigt sobald eine Entscheidung 
getroffen wurde. 



Weiteres Vorgehen: Der Anmelder wird auf foigendes aufmerksam gemacht: 

Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritatsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen BCiro verdffent^ 
licht. WUI der Anmelder die Veroffentlichung verhindern Oder auf einen spateren Zeitpunkt verschleben, so muB gemSB Regel 90 .f 
bzw. 90r'!3 vor AbschluG der technischen Vorbereiljngen fur die internationale Veroffentlichung eine Erklarung uber die Zurucknah- 
me der internationalen Anmeldung Oder desPrioritatsanspruchs beim Internationalen Buro eingehen. 

Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum ist ein Antrag auf internationale vortaufige Prufung einzureichen, wenn der 
Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Priorltatsdatum (in manchen Amtern sogarnoch langer) 
verschieben mochte. 

Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritatsdatum muf3 der Anmelder diefiir den Eintntt in die nationale Phase vorgeschriebenen 
Handlungen vor alien Bestimmungsamtern vornehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum in der 
Anmeldung Oder einer nachtraglichen Auswahlerkiarung ausgewShlt wurden oder nicht ausgewahit werden konnten, da fur sie 
Kapitel II des Vertrages nicht v rbindlich ist. 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehfirde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rljswiik 

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, 
Fax: (+31 -70) 340-301 6 



Bevollmachtigter Bediensteter 

Marjory Sastropawiro 



Formblatt PCT/ISA/220 (Januar 1994) 



If 

^NMEf 



ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 



Oiese Anmerkungen sotbn grundtegende Hinweis© zur Einreichung von Anderungen gemd3 Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen 
liegon die Erfordernisao des Vertraga Ober die tntomaironale Zuftammenarboit auf dem Gebiet des Patontwosens (PCT), dor AuafQhaings- 
ordnung und der Vorwaltungerichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und 
obongenannten Texten sind letztere maBgebend. Ndhere Einzelheiten sind dem PCT-Lettfaden fQr Anmelder. einer Ver6ffentiichung der 
WlPO, zu entnehmen. 

Die in diesen Anmertmngen ven^endeten Begriffe "Artiker, "Regel" und "Abschnrtf bezrehen sichjeweils auf <Mm Bestimfnungen des 
PCT-Vertrags, der PCT-Ausfahrungsordnung bzw. der PCT-VerwaJtungshchtlinten. 



HiNWEisE ZU Anderungen gemAss artikel is 



Naeh Ertialt des intemationalen Reeherchenberichts hat der Anmelder die M6glichkeit, eirtmal die AnsprOohe der tntemationaien 
Anmeldung zu Andem. Ea iet jedocH zu betonen, daB, da atle Teile der intematwnalen Anmeldung (AnsprOche, Beschreibung und 
Zeichnunaen) wihrend des intemationalen vorlAufigen PrOfungsverfahrons gedndert werden k6nnen, nomialefweise keine Notwendigkeit 
besteht, Anderungen der Anspruche nach Artikel 1 9 einzureichen, auBer wenn der Anmelder z.B, zum Zwecke eines voriiufigen 
Schutzes die Ver^ffentlichung dieser Anspruche wOnscht oder ein anderer Grund fQr sine Anderung der AnsprOche vor ihrer intemationa- 
len Verdffentlichung voriiegt. Weiterhin ist zu beachton, daB ein vorlflufiger Schutz nur in einigen Stamen erhaitlich tst. 



Welche Telle der Intemationalen Anmeldung kdnnen gedndert werden? 

1m Rahmen von Artikel 19 kdnnen nur die Anspruche gedndert werden. 

In der intemationalen Phase kfinnen die AnsprQche auch nach Artikel 34 vor der mrt der intemationalen vortAufigen Prilfung beauf- 
Iragten BehOrde gedndert (oder nochmals gefindert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen kdnnen nur nach Artikel 34 
vor der mrt der intemationaien vortAufigen PrOfung beauftragien Beh6rde geAndert werden. 

Beim Eintritt in die nationate Phase kdnnen alls Teile der intemationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 
41 geftndert werden. 



Bis wenn sInd Anderungen einzurefchen? 

Innerhaib von zwei Monaten ab der Obermfttiung des intemationalen Recherchenbehchts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab 
dem Pnontatsdatum. je nachdem, welche Fhst spAter abi&jft. Die Anderungen gelten jedoch aJs rechtzeitig eingereicht. wenn sie 
dem Intemationaien BOro nach Ablauf der maBgebenden Frist, aber noch vor AbschluB der technischen Vorbereitunoen fOr die 
Internationale VerOffentlichung (Regel 46.1 ) zugehen 



Wo sInd die Anderungen nicht einiurslchen? 

Die Anderungen kdnnen nur beim Intemationaien BOro. nicht aber beim AnmeWeamt oder der Intemationalen Recherchenbehdrde 
eingereicht werden (Regel 46.2). 

Falls ein Antrag auf intematk>nate voriAuftge PrQfung eingereicht wurde/wird, stehe unten. 



In welcher Form kAnnen Anderungen eHolgen? 

Eine Andemng kann erfdgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer AnsprOche, durch HinzufOgung etnes oder mehrerer 
neuer AnspnCiche oder durch Anderung des Wortlauts eines oder mehrerer AnspnQche in der eingereichten Fassung. 

FOrjedes AnspruchsUatt, das sich aufgmnd einer oder mehrerer Andemngen von dem ursprOnglich eingereichten Blatt 
unterscheidet. ist ein Ersotzblatt einzureichen. » 

A(le Ar^P^che, die auf einem Ersatzblatt erschoinen, sind mit arabtschen Ziffem zu numerieren. Wird ein Anspruch gestrichen so 
brauchen, die anderen AnsprOche nicht neu numeriert zu werden. !m Fall einer Neunumerienjng sind die AnsprOche fortlaufend zu 
numeneren (Verwaitungsriohtlinien, Abschnitt 205 b)). an-^wi^ i«mauF«na zu 

Die Anderungen eind In dor Spreehe ebzufassen, In der dielntemationale Anmeldung ver«ffentlicht winl. 



Welche Untertagen eInd den Anderungen belzufQgen? 
BegletUchreiben (Abschnitt 205 b}): 

Die Anderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen. 

:?f!i?i!®**'*"'^'^'*^f" r*?** zusammen met der intemationalen AnmeWung und den gednderten AnsprOchen verdffentlicht. Es 
ist nicht zu vemirechseln mit der "ErWAnjng nach Artikel 19{ir (»iehe unten. •ErKlfining nach Artikel 19 (I)*). 

Begloltechrelben irt nach Wahl des Anmelders In englischer oder franzdslscher Sprache abzuf assen. Bel enollechsDra- 



Anmerkungen zu Formt>latt PCT/ISA/220 (Blatt 1) (Januar 1994) 



KUNG 



ANMERKUNGEN 2U FORMBLATT PCT/ISA/220 (F rtsetzung) 



Im Begleitachreiben sind die Untorschiede zwtschen den AnspnOchen in d©r eingereichten Fassung urKl don ge&nderten AnsprOchen 
anzugoben. So iat insbosondere zu jedem Anspruch in dor irttemationalon Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angabon 2U 
vorschiedenen AnsprQchvn kdnnen zusAmmengefaBt werden), ob 

i) der Anspaich unverdndert ist; 

ii) der Anspruch gestnchen worden ist; 
iiO der Anspruch neu ist; 

iv) der Anspruch einen oder mehrere AnsprOche in der eingereichten Fassung ersetzt; 

v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurOokzufOhren ist. 

Im foigenden sInd Beispieie angegeben, wie Andeningen Im Bagleitachrelbefi zu eri&utam sind: 

1. (Wenn anstelle von urepnQnglich 48 AnsprOchen nach der Andemng einiger AnsprOche 51 AnsprOche existierenl 

^ • ^' 35, 37 bis 48 werden durch geSnderte AnspnQche gfeicher Numerierung ersetzt; AnsprOche 

30. 33 und 36 unverAndert; neue AnaprOche 49 bis 51 htnzugefugf 

2. (Wenn anstelle von ursprOngtich 15 AnsprOchen nach der Anderung aller AnsprOche 1 1 AnsprOche extstierenl* 

Gednderte AnsprOche 1 bis 1 1 treten an die Stetle der AnsprOche 1 bis 15." 

3. (Wenn urspnanglich 1 4 AnsprOche existierten und die Andemngen darin bestehen, daB einige AnsprOche gestrichen werden und 
neue AnsprOche hinzugefOgt werden]: 

AnsprOche 1 bis 6 ur>d 14 unverftndert; AnsprOche 7 bis 13 gestrichen; neue AnsprOche 15, 16 und 1 7 hinzugefOgt "Oder* An- 
sprOche 7 bis 13 gestnchen; neue AnsprOche 15, 16 und 17 hinzugefOgt; atle Obrigen AnsprOche unverAndeft." 

4. (Wenn verschtedene Arten von Anderungen durchgefQhrt werden): 

•AnsprOche 1-10 unverfindert; AnsprOche 1 1 bis 1 3 . 1 8 und 1 9 gestrichen ; AnsprOche 1 4, 1 5 und 1 6 durch gednderten An- 
spruch 14 ersetzt; Anspnich 17 in geftndefte AnsprOche 15, 16 und 17 unterteilt; neue AnsprOche 20 und 21 hinzugefOgt/ 

"Erfd^ning nach Arttkel 19(1)" (Regal 46.4) 

Den Anderungen kann eine Erklftrung beigefOgt werden. mit der die Andemngen eriAutert und ihre Auswirkungen auf die 
Beschreibung und die 2eichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 1 9 (1 ) ge&ndert werden k6nnen). 

Die Erklftrung wird zusammen nnit der intemationalen Anmekdung und den geAnderten Anspmchen verOffentlicht. 
Sle ist in der Spreche abztifassen. In der die Intamatlonaien Anmeldung vareffamilcftt wird. 

Sie rnu(3 kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefa5t oder ins Englisohe Obersetzt. nicht mehr ais 500 
Wdrter umfassen 

Die ErWArung ist nicht zu ventvechsetn mH dem Begteitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den AnsprOchen in der 
emgerejchten Fassung und den geAnderten AnsprOchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt 
einzureichen und rn der Uberschnft als seiche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "ErWAaing nach Artikel 19 (1)-. 

^ri^t!^r!Sni^^ internationalen RecherchenbericH oder die Bedeutung von in dem 

HerK^t angefOhrten VerSftentlichungen enthalten. Sie darf auf im intemationaJen Recherchenbericht angefOhrte Ver6ffentlichun- 
nehmen * Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Anderung dieses Anspoichs Bezug 

Auswlrtcungan ainas baraits gestelltan Antrags auf intamatlonalavorifiufiga PrOfung 

l!lf*"III ^!^"*^ Einreichung von Anderungen nach Artikel 1 9 bereits ein Antrag auf Internationale vortAufige PrOfung 

L <ter Anmelder (n seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Andeningen beim Interr^ion alen 
ReS^r^ 2 irera'tw^S^^ ""'^ intemationalen vortAuftgen PrOfung beauftragen Beh6rde einreichen (siehe 

nilSlIJa PWa°" hinalchtllch dar Obersateung darintamationalan Anmeldung balm Elntrttt in die 

*" nationals Phase mOglbhen^eise anstatt oder zusAtzlich zu der Ober- 
J^l^r^lf / ^ il..'" *^ ' •'"^•'^^•cWen Fassung eine Ubersetzung der nach Artikel 1 9 geAnderten AnsprOche an die 
bestimmten/ausgewAhften Amter zu Obermittein ist. ^ «*" w« 

zu*Srt^^hm^^ Erfordemisse jedes bestimmten/ausgewAhlten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens fOr Anmeldar 



Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220 (Blatt 2) (Januar 1994) 




PI^'T* WELTORGANISATION FOR GEISTIGES EIGENTUM 

-t X Internationales Biiro 

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG tJBER DIE 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) 



(51) Internationale Patentkiassifikation ^ : 
HOIL 23/485, 21/768 



Al 



(11) Internationale Veroffentlichungsniunmer: WO 99/04431 

28. Januar 1999 (28.01.99) 



(43) Internationales 

VerofTentlichungsdatum ; 



(21) Internationales Aktenzeichen: 

(22) Internationales Anmeldedatum: 



PCT/DE98/01312 
11. Mai 1998 (11.05.98) 



(30) Prioritatsdaten: 

197 30 974.7 



18. Juli 1997 (18.07.97) 



DE 



(71) Anmeldcr (Jur alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS 

AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacheiplatz 2, 
D-80333 Miinchen (DE), 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nurpr US): SCHWALKE, Udo [DE/DE]; 
Gewerbestrasse 22, D-84431 Heldenstein (DE). LUDWIG, 
Burkhard [DE/DE]; Halskestrasse 26, D-81379 MUnchen 
(DE). 



(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, US, europaisches Patent (AT, 
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, 
MC, NL, PT, SE). 
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(57) Abstract 

The invention provides for a doped area (3) of a substrate (1). A plane with conductive usable structure (71) and a conducting filling 
structure (72) are arranged on the surface of said substrate (1). The conducting filling structure (72) is conductively connected with the 
doped area (10, 3). This enables loading of the conducting filling structure (72) to be avoided, said filling structure being provided to 
improve the planarity of the circuit and being devoid of any technical function therein. 



(57) Zusammenfassung 

In einem Substrat (1) ist ein dotiertes Gebiet (3) vorgesehen. An der Oberflache des Substrats (1) ist eine Ebene mit leitenden 
Nutzstrukturen (71) und einer leitenden FuUstruktur (72) angeordnet. Die leitende Fullstruktur (72) ist mit dem dotierten Gebiet (10, 
3) leitend verbunden. Auf diese Weise wird eine Aufladung der leitenden Ftilistruktur (72). die zur Verbesserung der Planaritat der 
Schaltungsanordnung vorgesehen und keine schaltungstechnische Funktion hat, vermieden. 
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Beschreibung 

Integrierte Schaltungsanordnung und Verfahren zu deren Her- 
stellung . 

5 

Bei der Realisierung von integrierten Schaltungsanordnungen 
mit hoher Packungsdichte und insbesondere mit StrukturgroSen 
unter 0,25 ixm gewinnt die Frage der Planaritat zunehmend an 
Bedeutung. Bei der Herstellung der integrierten Schaltungsan- 

10 ordnung werden auf einem Halbleitersubstrat Nutzstrukturen 

erzeugt, die eine schaltungstechnische Funktion in der Schal- 
tungsanordnung haben. Derartige Nutzstrukturen sind zum Bei- 
spiel AnschluEelektroden; Gateelektroden Oder Leitbahnen. 
Diese Nutzstrukturen sind jeweils in Ebenen durch Strukturie- 

15 rung einer zuvor erzeugten Schicht hergestellt . Zwischen auf- 
einanderf olgenden Ebenen sind Isolationsschichten vorgesehen. 
Diese Isolationsschichten werden durch Polieren und/oder At- 
zen planarisiert . 

20 Die erzielbare Planaritat beim Planarisieren von Schichten 
hangt dabei von der geometrischen Dichte der Nutzstrukturen 
in der jeweiligen Ebene ab. Bei einer sehr ungleichmaSigen 
Belegung mit Nutzstrukturen ergeben sich lokal groSe Freirau- 
me, in denen bei den Planarisierungsverf ahren Unebenheiten 

25 auftreten, Daher ist vorgeschlagen worden (siehe zum Beispiel 
D. Widmann, H. Mader, H. Friedrich, Technologie hochinte- 
grierter Schaltungen, 2, Auflage, Springer-Verlag, 1996, Sei- 
te 346 bis 347) zwischen den Nutzstrukturen Fiillstrukturen 
einzufugen, die schaltungstechnisch ohne Funktion sind, die 

3 0 jedoch die lokale geometrische Dichte erhohen. Dadurch wird 
eine gleichmaSige Belegung in der jeweiligen Ebene sicherge- 
stellt, die eine hohere Planaritat nach Planarisierungs- 
schritten ermoglicht . 

3 5 Bestehen die Nutzstrukturen und die Fiillstrukturen aus leit- 
fahigem Material, so kann es im Betrieb zu einer Aufladung 
der Fiillstrukturen konunen. Urn diese zu vermeiden, werden die 
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Fiillstrukturen auf ein festes Potential gelegt, wie bei Wid- 
mann et al gezeigt . Diese Kontaktierung erf olgt liber eine 
spezielle Verdrahtung, die in einer uber den Nutz- und Fiill- 
strukturen angeordneten Metallisierungsebenen angeordnet ist. 
Diese zusatzliche Verdrahtung und die Kontakte zwischen der 
zusatzlichen Verdrahtung und den Fiillstrukturen erschwert die 
Erstellung des Layouts. 

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine integrierte 
Schaltungsanordnung anzugeben, die mit hoher Planaritat her- 
stellbar ist, bei der eine Aufladung elektrisch leitender 
Fiillstrukturen vermieden wird und fiir die das Layout mit ver- 
ringertem Aufwand erstellbar ist. Ferner soil ein Verfahren 
zur Herstellung einer solchen Schaltungsanordnung angegeben 
werden. 

Dieses Problem wird erf indungsgemaS gelost durch eine inte- 
grierte Schaltungsanordnung gemaS Anspruch l sowie durch ein 
Verfahren zu deren Herstellung gemafi Anspruch 8. Weitere Aus- 
gestaltungen der Erfindung gehen aus den iibrigen Anspriichen 
hervor , 

In der integrierten Schaltungsanordnung ist in einem Halblei- 
tersubstrat ein dotiertes Gebiet vorgesehen. An der Oberfla- 
che des Halbleitersubstrats ist eine Ebene mit leitenden 
Nutzstrukturen und mindestens einer leitenden Fiillstruktur 
angeordnet. Die leitenden Nutzstrukturen sind zum Beispiel 
AnschluSelektroden, Gateelektroden, Leiterbahnstucke, Ver- 
drahtungen oder ahnliches. Die leitende Fullstruktur ist mit 
dem dotierten Gebiet leitend verbunden. Als dotiertes Gebiet 
ist zum Beispiel der Substratkorper selbst oder eine dotierte 
Wanne, in der aktive Bauelemente angeordnet sind, geeignet . 
Der Substratkorper und/oder die dotierte Wanne, in denen Bau- 
elemente angeordnet sind, werden in integrierten Schaltungs- 
anordnungen ohnehin beim Betrieb mit einer festen Versor- 
gungsspannung beauf schlagt . Die Verbindung mit der leitenden 
Fullstruktur stellt sicher, daS auch die leitende Fiillstruk- 
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nen weiteren Kontakt mit der Metallisierungsebene zu verbin- 
den. Diese Anordnung ist vorteilhaft, wenn die Metallisie- 
rungsebene, mit der die Fiillstruktur iiber den weiteren Kon- 
takt verbunden ist, im Betrieb auf demselben Potential wie 
5 das dotierte Gebiet liegt. Der Kontakt und der weitere Kon- 
takt bilden in diesem Fall einen zusatzlichen integrierten 
Kontakt fiir das dotierte Gebiet. 

Die Ebene, in der die leitende Fullstruktur angeordnet ist, 
10 kann sowolil eine Gateebene sein, die in der Nahe der Oberfla- 
che des Halbleitersubstrats angeordnet ist, als auch eine Me- 
tallisierungsebene, die oberhalb der Gateebene und/oder wei- 
terer Metallisierungsebenen angeordnet ist. 

15 Zur Herstellung der integrierten Schaltungsanordnung wird in 
dem Halbleitersubstrat ein dotiertes Gebiet gebildet, Auf dem 
Halbleitersubstrat wird durch Aufbringen und Strukturieren 
einer leitfahigen Schicht die Ebene mit leitenden Nutzstruk- 
turen und mindestens einer leitenden Fullstruktur gebildet , 

2 0 Es wird eine Isolationsstruktur erzeugt, die die leitenden 
Nutzstrukturen und die leitende Fullstruktur umgibt und be- 
deckt. Da die leitenden Nutzstrukturen und die leitende Full- 
struktur aus der leitfahigen Schicht gebildet werden, weisen 
sie im wesentlichen die gleiche Hohe auf . Vorzugsweise wird 

2 5 die Verbindung zwischen dem dotierten Gebiet und der leiten- 

den Fullstruktur durch Off nen eines Kontaktloches , das die 
leitende Fullstruktur und das dotierte Gebiet liberlappt, und 
Bildung eines Kontaktes erzeugt. 

3 0 Es liegt im Rahmen der Erfindung, als Halbleitersubstrat eine 

monokristalline Siliziumscheibe , die monokristalline Silizi- 
umschicht eines SOI -Substrates mit einer Tragerscheibe, einer 
isolierenden Schicht und einer monokristallinen Silizium- 
schicht Oder ein Substrat, das SiC enthalt, zu verwenden. 

35 

Die Verbindung der leitenden Fullstruktur mit dem dotierten 
Gebiet kann alternativ iiber eine lokale Verdrahtungs ebene 
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turen und nach Bildung von Source- /Drain-Gebieten und 
einem Wannenkontakt . 

Figur 4 zeigt den Schnitt durch das Halbleitersubstrat nach 
5 Bildung einer planarisierenden Isolationsschicht . 

Figur 5 zeigt den Schnitt durch das Halbleitersubstrat nach 
Bildung einer Zwischenoxidschicht . 



10 Figur 6 zeigt den Schnitt durch das Halbleitersubstrat nach 
Bildung von Kontaktlochern und Kontakten. 



Figur 7 zeigt den Schnitt durch das Halbleitersubstrat nach 

Bildung einer Metallisierungsebene und einem weiteren 
15 Kontakt zwischen der leitenden Fullstruktur und der 

Metallisierungsebene . 



Die Darstellungen in den Figuren sind nicht maSstablich . 

20 In der Oberflache eines Substrats 1 aus monokristallinem Si- 
lizium werden durch Atzen von Graben und Auffiillen der Graben 
mit isolierendem Material Isolationsgraben 2 gebildet (siehe 
Figur 1) . Das Auffiillen der Isolationsgraben 2 erfolgt durch 
planarisierende Schritte, zum Beispiel durch chemisch- 

25 mechanisches Polieren. Anschliefiend wird unter Verwendung 

photolithographischer Prozefischritte eine maskierte lonenim- 
plantation durchgefuhrt zur Bildung einer p-dotierten Wanne 
3 . Die dotierte Wanne 3 ist zum Beispiel mit Bor und einer 
Dotierstof f konzentration von 5 xlO^'^ at/cm^ dotiert . 

30 

Die dotierte Wanne 3 weist eine groSere Tiefe als die Isola- 
tionsgraben 2 auf . Die dotierte Wanne 3 wird seitlich von ei- 
nem der Isolationsgraben 2 umgeben. Ein weiterer Isolations- 
graben 2 ist innerhalb der dotierten Wanne 3 so angeordnet, 
35 da£ die dotierte Wanne 3 in einem aktiven Gebiet 4 und in ei- 
nem AnschluSgebiet 5 an die Oberflache des Substrats 1 an- 
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grenzt. Das aktive Gebiet 4 ist zur Aufnahme aktiver Elemente 
vorgesetien . 

Die Tiefe der dotierten Wanne 3 betragt zum Beispiel 1 fim. 
Die Tiefe der Isolationsgraben 2 betragt zum Beispiel 400 nm. 

AnschlieEend wird zum Beispiel durch thermische Oxidation ein 
Gateoxid 6 gebildet (siehe Figur 2). Das Gateoxid 6 wird zum 
Beispiel in einer Schichtdicke von 6 nm gebildet. Anschlie- 
Send wird eine leitfahige Schicht 7 abgeschieden . Fiir die 
leitfahige Schicht 7 ist jedes Material geeignet, das zur 
Bildung von Gateelektroden geeignet ist, insbesondere dotier- 
tes Polysilizium, Metallsilizid, TiN. Die leitfahige Schicht 
7 wird in einer Schichtdicke von zum Beispiel 200 nm gebil- 
det . 



Unter Verwendung photolithographischer Prozefischritte wird 
die leitfahige Schicht 7 so strukturiert , da£ daraus leitfa- 
hige Nutzstrukturen 71 und leitende Fxillstrukturen 72 gebil- 
det werden (siehe Figur 3). Die leitenden Nutzstrukturen 71 
sind zum Beispiel Gateelektroden. Die leitenden Fullstruktu- 
ren 72 sind schaltungstechnisch ohne Funktion. Sie werden so 
angeordnet, daS eine gleichmafiige geometrische Belegung durch 
die leitenden Nutzstrukturen und die leitenden Fiillstrukturen 
gegeben ist . 



Durch konforme Abscheidung und anisotropes Ruckatzen einer 
Si02 -Schicht werden an den Flanken der leitenden Nutzstruktur 
71 und der leitenden Fiillstruktur 72 Si02-Spacer 8 gebildet. 

Durch maskierte lonenimplantation, bei der die Oberflache des 
aktiven Gebietes 4 freiliegt, die Oberflache des AnschluEge- 
bietes 5 jedoch abgedeckt ist, werden Source- /Drain-Gebiete 9 
selbstjustiert zu der leitenden Nutzstruktur 71 gebildet. Die 
Source -/Drain-Gebiete 9 sind zum Beispiel mit Arsen oder 
Phosphor dotiert und weisen eine Dotierstof f konzentration von 
8 X I0l9 at/cm3 auf . 
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AnschlieSend wird unter Veirwendung einer weiteren Maske, die 
das aktive Gebiet 4 abdeckt, das AnschluEgebiet 5 jedoch un- 
bedeckt laSt, ein Wannenkontakt 10 gebildet. Der Wannenkon- 
5 takt 10 wird zum Beispiel mit Bor dotiert und weist eine Do- 
tierstof fkonzentration von 6 x 10^^ at/cm^ auf . 

AnschlieSend wird eine planarisierende Isolationsschicht 11 
gebildet, die durch chemisch-tnechanisches Polieren soweit zu- 
10 rizckgeschlif f en wird, dal^ sie in der Hohe mit der leitenden 
Nutzstruktur 71 und den leitenden Fullstrukturen 72 ab- 
schlieEt (siehe Figur 4) . Beim Planarisieren der planarisie- 
renden Isolationsschicht 11 wirken die leitende Nutzstruktur 

71 und die leitenden Fullstrukturen 72 als Planarisierungs- 
15 stutzstellen. 

AnschlieSend wird eine erste Zwischenoxidschicht 12 abge- 
schieden. Mit Hilfe photolithographischer Prozefischritte und 
anisotropem Trockenatzen werden Kontaktlocher zu den Source- 

20 /Drain-Gebieten 9, zu der leitenden Nutzstruktur 71 und zu 
dem Wannenkontakt 10 und den benachbarten leitenden Full- 
strukturen 72 geatzt (siehe Figur 6) . Durch Auffiillen der 
Kontaktlocher mit Metall, zum Beispiel Wolfram, werden Kon- 
takte 131 zu den Source- /Drain-Gebieten 9 und der leitenden 

25 Nutzstruktur 71 und ein uberlappender Kontakt 132 zu dem Wan- 
nenkontakt 10 und den benachbarten leitenden Fullstrukturen 

72 gebildet (siehe Figur 6) . Der uberlappende Kontakt 132 
steht sowohl mit der Oberflache der benachbarten leitenden 
Fullstrukturen 72 als auch mit der Oberflache des Wannenkon- 

30 taktes in Verbindung. Dadurch werden die Fullstrukturen 72 
liber den Wannenkontakt 10 mit der dotierten Wanne 3 verbun- 
den. 

Altemativ wird der uberlappende Kontakt 132 so angeordnet, 
35 daS er auf die Oberflache des Substrats 1 trifft. In diesem 

Fall wird ein Substratkontakt an der Oberflache des Substrats 
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1 durch Implantation mit Dotierstoff , das denselben Leitfa- 
higkeitstyp wie das Substrat aufweist bewirkt, gebildet. 

Nachfolgend wird eine zweite Zwischenoxidschicht 14 abge- 
5 schieden, in der ein weiteres Kontaktloch, das auf den iiber- 
lappenden Kontakt 132 trifft, geoffnet wird. Das weitere Kon- 
taktloch wird mit einem weiteren Kontakt 15 zum Beispiel aus 
Wolfram aufgefiillt. SchlieElich wird eine Metallisierungsebe- 
ne 16 gebildet; die mit dem weiteren Kontakt 15 in Verbindung 
10 steht (siehe Figur 7) . Die Metallisierungsebene 16 wird im 

Betrieb der Schaltungsanordnung auf das gleiche Potential wie 
die dotierte Wanne 3 gelegt . 



15 
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Patent anspruche 

1 . Integrierte Schaltungsanordnung, 

5 - bei der in einem Halbleitersubstrat (1) mindestens ein do- 
tiertes Gebiet (3) vorgesehen ist, 

- bei der an der Oberflache des Halbleitersubstrats (1) eine 
Ebene mit leitenden Nutzstrukturen (71) und mindestens ei- 

10 ner leitenden Fullstruktur (72) angeordnet ist, 

- bei der die leitende Fullstruktur (72) mit dem dotierten 
Gebiet (3) leitend verbunden ist. 

15 2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, 

bei der die leitenden Nutzstrukturen (71) und die leitende 
Fullstruktur (72) im wesentlichen die gleiche Hohe aufwei- 
sen und von einer planarisierenden Isolationsschicht (11, 
1 2 ) umgeben s ind . 

20 

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, 

bei der die leitende Fullstruktur (72) liber ein Kontaktloch 
und einen Kontakt (132) mit dem dotierten Gebiet verbunden 
ist . 

25 

4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 3, 

bei der das Kontaktloch die leitende Fullstruktur (72) und 
das dotierte Gebiet (3) liberlappt, so daS die Oberflache der 
leitenden Fullstruktur (72) und des dotierten Gebietes (3) 
3 0 mit dem Kontakt (132) in Verbindung stehen. 

5. Schaltungsanordnung nach einem der Anspruche 1 bis 4, 

bei der die leitenden Nutzstrukturen (71) Gateelektroden sind 
und bei dem die leitende Fullstruktur (72) das Material der 
35 Gateelektrode enthalt. 



6. Schaltungsanordnung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 



wo 99/04431 



PCT/DE98/01312 



11 

bei der das dotierte Gebiet (3) eine dotierte Wanne oder das 
Halbleitersubstrat ist . 

7. Schaltungsanordnung nach einem der Anspruche 1 bis 6, 

5 

- bei dem oberhalb der Ebene, in der die leitende Fiillstruk- 
tur (72) angeordnet ist, eine Metallisieriingsebene (16) an- 
geordnet ist, 

10 - bei dem die leitende Fiillstruktur (72) iiber einen weiteren 
Kontakt (15) mit der Metal 1 is ierungsebene (16) verbunden 
ist . 

8 . Verf ahren zur Herstellung einer integrierten Schaltungsan- 
15 ordnung, 

- bei dem in einem Halbleitersubstrat (l) ein dotiertes Ge- 
biet (3) gebildet wird, 

20 - bei dem auf dem Halbleitersubstrat (1) durch Aufbringen und 
Strukturieren einer leitfahigen Schicht (7) eine Ebene mit 
leitenden Nutzstrukturen (71) und mindestens einer leiten- 
den Fiillstruktur (72) gebildet wird, 

25 - bei dem eine Isolationsschicht (11, 12) erzeugt wird, die 
die leitenden Nutzstrukturen (71) und die leitende Fiill- 
struktur (72) umgibt und bedeckt, 

- bei dem eine leitende Verbindung zwischen der leitenden 
3 0 Fiillstruktur (72) und dem dotierten Gebiet (3) erzeugt 

wird . 

9 . Verf ahren nach Anspruch 8 , 

35 - bei dem in der Isolationsschicht (11, 12) ein Kontaktloch 
geoffnet wird, das die leitende Fiillstruktur (72) und das 
dotierte Gebiet (3) jeweils teilweise iiberlappt, so da£ die 
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Oberflache des dotierten Gebietes (3) und der leitenden 
Fiillstruktur (72) teilweise freigelegt wird, 

- bei dem in dem Kontaktloch ein Kontakt (132) gebildet wird; 
5 der mit der Oberflache der leitenden Fiillstruktur (72) und 

des dotierten Gebietes (3) in Verbindung steht, 

10. Verfahren nach Anspruch 8 Oder 9, 

10 - bei dem oberhalb der Ebene, in der die leitende Fiillstruk- 
tur (72) angeordnet ist, eine Metallisierungsebene (16) er- 
zeugt wird, 

- bei dem ein weiterer Kontakt (15) erzeugt wird, liber den 
15 die leitende Fiillstruktur mit der Metallisierungsebene (16) 

verbunden wird. 



1/4 
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